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0.25um teknolojisi ile gerceklestirilmis bir PMOS transistorun| gecis karakteristigi
doyma bolgesi 6l¢timleriyle Vps = -1.5V sabit degeri icin ve Vs taban-kaynak gerilimi
sirastyla Vs = 0V, Vps = 0.25V, Ves = 0.5V, Vs = 0.75V ve Vs = 1V alinarak
cikartilmistir; elde edilen gecis karakteristigi Sekil-1'de, bu karakteristige iliskin
veriler de Tablo-1'de goriilmektedir. Aymi transistor icin elde edilmis olan cikis
ozegrileri Sekil-2’de, buna iliskin veriler de Tablo-2'de yer almaktadir. Transistorun
boyutlar1 W=10um, L=0.5um olarak verilmistir. 2¢r = 0.7V dir.

Verilenlerden yararlanarak transistorun Vro esik gerilimini, KP proses egim
parametresini, y govde etkisi faktoriinii, A kanal boyu modiilasyonu parametresini
(1. diizey model parametreleri) belirleyiniz.

Elde ettiginiz parametre degerlerini kullanarak ayni degisimleri benzetim yoluyla
cikartimz. Verilenlerle karsilastirarak aradaki farklar: yorumlayimiz.
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Sekil-1. PMOS transistor i¢in farkh VBS degerleri icin elde edilen gecis 6zegrileri.
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Sekil-2. PMOS transistor icin cikis 6zegrileri.



